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１．概要（Summary） 

グラフェンをシリコン基板の酸化膜上に転写する

と，フレネルの法則から，グラフェンを光学顕微鏡で

観察することが知られている．光の波長を調節するこ

とで，どのような SiO2 膜厚においてもグラフェンを

観察することが出来るが，白色光で観察するには SiO2

膜厚を誤差 5 nm 程度以下で 300 nm に制御すること

が必要である．今回は，CINTS の酸化拡散炉を用い，

酸化膜厚の制御を試みた． 

 

２．実験（Experimental） 

酸化拡散炉（#1-3）を用い，シリコン基板上に約 300 

nm の酸化膜を成膜した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

16.5 min の酸化で 309-318 nm の酸化膜が製膜さ

れた．今後，16 min 程度の酸化を検討している． 
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